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“十一”长假前的最后一个工作日，一纸来自荷兰政府的“变相驱逐令”，让安世半导

体（Nexperia）中国工厂瞬间按下 Pause 键——占其全球 70% 产能的东莞、上海封测基地

同步停摆。

不到 24 小时，大众、宝马、吉利、蔚来等十余家主机厂紧急启动“红色预警”，部分

产线排产计划被迫后移 2～4 周。

黑天鹅不是偶然，是结构性依赖的必然

安世的前身是 NXP 标准产品事业部，2017 年被中国闻泰收入囊中，却保留了欧洲血统

的车规验证体系与晶圆产能。



IHS Markit 数据显示，安世在车规级 MOSFET 全球市占率 13%，仅次于英飞凌、安森

美；在欧洲新能源车用功率器件榜单里，安世更是以 15% 的供货量稳居前三。

关键问题在于：车规功率器件并非“有钱就能秒扩产”的消费芯片——

- AEC-Q101 认证动辄 18～36 个月；

- ISO 26262 功能安全审核需要 0 失效数据；

- PPAP 文件动辄上千页，任何制程偏移都要打回重来。

安世丢掉的 70% 产能，不是“把机器开满”就能补回来的数字，而是“时间换信任”

的硬门槛。

于是，市场出现诡异一幕：

- 60 V 以下中低压 MOSFET，国产厂商 4 周交期、现货挂网；

- 100 V 以上主驱逆变器用高压器件，英飞凌、罗姆交期 52 周起步，价格“一日三



价”。

“这不是产能短缺，这是技术层级的断层。”。

国产替代“接得住”吗？先给结论：次级市场 “没问题”，核心系统 “还没能”

安世停摆两周内，扬杰、捷捷微电、士兰微、比亚迪半导体、华润微先后收到“紧急寻

料”邮件，总量超过 300kk/ 年。

但拆开 BOM 一看，90% 集中在车灯驱动、车窗升降、座椅加热、USB 充电等非安全件，单

价 0.15～0.3 美元，毛利率不到 20%。

真正值钱的“C 位”——

- 主驱逆变器 750 V 模块；

- BMS 主控 100 V/200 A 智能 MOSFET；

- 快充继电器 400 V 双向开关；

仍被英飞凌 OptiMOS 5、安森美 NVMFS 系列、罗姆 PrestoMOS 牢牢握在手里。

“国产芯片不是不想进，是整车厂不敢用。”某新势力硬件采购负责人算了一笔账：

一台 30 万元的新能源车，若主驱 MOSFET 失效， roadside 召回成本≈1200 元/ 辆；若

以年销 10 万辆计，潜在损失 1.2 亿元。“谁敢把命根子押在‘0 公里数据’的国产料

上？”

四大瓶颈，把国产厂商按在“次级市场”摩擦

1. 认证周期“马拉松”

AEC-Q101 只是入场券，ISO 26262 ASIL-D 才是硬骨头——需要 0 PPM 失效率，且 15

年生命周期内不得 End of Life。任何一次金属层微调，都要重新跑 1 000 小时 HTOL、2

000 次 TC 循环，直接烧掉 300 万元。

2. 生态壁垒“死循环”

国际巨头与 Tier1 共用数据库：英飞凌把失效分析模板嵌入大众 KVS 系统，工程师

10 分钟就能调阅 20 年 road trace。国产厂商没有“病例库”，即便指标持平，也被认

为“经验值不足”。

3. 供货生命周期

车规器件要求 10～15 年持续交付，而国内设计公司平均寿命不到 7 年。主机厂最

怕“芯片还在，厂商没了”，因此宁愿花 2 倍价钱买英飞凌“长寿保单”。



4. 高压工艺“天花板”

100 V 以上超结（Super Junction）MOSFET，需要深沟槽 + 多层外延，片内单元一致

性 ≤2%。国产主流代工厂仍停留在 60 V 平面工艺，Rdson 漂移 10% 以上，热阻高 15%，

主驱并联时容易热失控。

窗口已开，但“抢单”需要新玩法

安世黑天鹅让主机厂意识到：单一颗树吊颈，迟早吊死。

“二供、三供”成了 2025 年第四季度供应链最高频词汇。

部分车企开始尝试“国产验证双轨制”：

- 关键安全件：英飞凌/安森美依旧主供，但要求国产厂商做 1:1 备份，数据对跑；

- 非安全件：直接给国产 30% 份额，用真实路况跑 6 个月，失效数据共享。

“先用次级市场喂数据，再把数据反哺高压产品，这可能是国产 MOSFET 唯一可复制的

冷启动路径。”比亚迪半导体高管如此评价。

真正的“超车点”在 SiC/GaN，但门票更贵

行业共识：硅基 MOSFET 赛道已固化，国产想突破，得等下一代材料洗牌。

Yole 预计，2028 年 650 V SiC MOSFET 模块渗透率将超 35%，GaN 车载 DC-DC 也将

来到 8 亿美元规模。

好消息是，国内 SiC 衬底不再被“卡脖子”——天岳、天科合达 6 英寸衬底缺陷密度

已降到 0.3/cm²，与 Wolfspeed 差距缩小至一代。

坏消息是，车规 SiC 器件认证比硅更“变态”：

- 栅氧可靠性需 2 000 小时 HTGB + 2 000 小时 H3TRB；

- 高温反偏要跑 175 ℃，硅只需 150 ℃；

- 单车验证里程 8 万公里，SiC 模块才能拿到“入场券”。

“门票更贵，但赛道更宽。”公司 750 V/20 mΩ SiC MOSFET 已于 9 月通过 AEC-Q101

初筛，2026 年 Q2 将在欧洲车企小批量上车。“如果能在 SiC 时代与英飞凌同步起跑，国

产厂商就有机会把‘次级市场’的 30% 份额，变成‘主驱市场’的 30%。”

安世停摆让全球车规功率器件市场短暂失序，也给国产厂商送来一张“体验券”。

但体验券不等于长期饭票：

- 硅基高压 MOSFET，我们仍落后 1.5 代；



- 车规验证体系，我们仍缺 10 年路测数据；

- 供应链生态，我们仍缺少“病例级”失效库。

想用一张禁令就实现“弯道超车”，无异于用一场感冒治愈陈年旧疾。

真正的“中国车规芯”，只能靠更长的研发周期、更大的路测样本、更严的 0 PPM 目

标，一点点把体验券兑换成通行证。

或许再过三五年，当 SiC/GaN 成为主驱标配，今天我们焦虑的“安世缺口”，会演变为“

中国窗口”。

但前提是：国产厂商愿意把今天抢到的“次级订单”，当成明天冲击“主驱高地”的练

兵场，而不是赚快钱的一次性买卖。

毕竟，汽车级芯片没有“一夜封神”，只有“十年磨一剑”。
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